BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 36/98 Verkundet am
(Aktenzeichen) 5. Dezember 2000

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 44 08 155.3-51

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die madndliche Verhandlung vom 5. Dezember 2000 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dr. Beyer, sowie des Richters Dr. Gottschalk, der Richterin

Tronser und des Richters Lokys



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschlul3 des
Deutschen Patentamtes - Prifungsstelle fur Klasse G 02 F - vom
4. Marz 1998 aufgehoben, das Patent 44 08 155 wird mit folgen-

den Unterlagen erteilt:

Patentanspruche 1 bis 10,
Beschreibung Seiten 1, 1a, 1b, 3, 4, 5 und 6 sowie
Zeichnung Figuren 1 bis 5 in der in der mundlichen Verhandlung

uberreichten Fassung

Anmeldetag: 11. Marz 1994

Bezeichnung: Flussigkristallanzeige

Die Beschwerdegebihr wird zurtickgezahlt.

Griinde

Die vorliegende Patentanmeldung ist mit der Bezeichnung "Flussigkristallanzeige”

am 11. Marz 1994 beim Deutschen Patentamt eingereicht worden.

Nachdem die Anmeldung durch Beschlul3 der Prifungsstelle fir Klasse G 02 F
des Deutschen Patentamts vom 27. Juni 1995 zurickgewiesen worden war,
wurde die Sache mit Beschlul3 des Bundespatentgerichts vom 13. Marz 1997 zur
weiteren Prifung an das Deutsche Patentamt zurlckverwiesen, da die
Gegenstande der damals in der mundlichen Verhandlung vorgelegten nebenge-
ordneten Anspriuche 1 und 2 dem Fachmann durch den Stand der Technik nach

den



japanischen Offenlegungsschriften 56-62224, 56-54413 und 59-202435 mit
jeweiligen zugehdrigen Ubersetzungen ins Deutsche, den

japanischen Offenlegungsschriften 58-76812 und 58-76813 mit zugehdoriger
paralleler US-Patentschrift 4 560 240 sowie der

japanischen Offenlegungsschrift 58-75116 mit zugehoriger paralleler
US-Patentschrift 4 556 288

nicht nahegelegt erschienen, jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, daf3 ein

weiterer der Patentanmeldung entgegenstehender Stand der Technik existiert.

Daraufhin hat die zustandige Prufungsstelle fur Klasse G 02 F des Deutschen
Patentamts in ihrem Prifungsbescheid vom 22. Dezember 1997 als weiteren
Stand der Technik die japanischen Offenlegungsschriften 4-179278, 5-88202, 2-
190802 und 5-29298 sowie die europaische Offenlegungsschrift 0 588 087 ge-
nannt und der Anmelderin eine Frist zur AuRerung hierauf innerhalb von vier Mo-
naten nach Zustellung dieses Prifungsbescheides gesetzt. Auf die Bitte der An-
melderin, ihr zumindest die englischsprachigen Abstracts zu den jeweiligen japa-
nischen Offenlegungsschriften zuzustellen, um sachlich zu dem Prifungsbescheid
Stellung nehmen zu kdnnen, hat die Prufungsstelle die Anmeldung mit Beschlul
von 4. Marz 1998 und damit noch vor Ablauf der viermonatigen AuRerungsfrist

erneut zurickgewiesen.

Dabei stutzte die Prifungsstelle die erneute Zuriuckweisung darauf, da® aufgrund
der 0.g. nachrecherchierten japanischen Offenlegungsschriften dem einschlagigen
Fachmann fur Antireflexionsschichten bzw fur dinne Schichten die Eigenschaften
von SiON (Siliziumoxinitrid) und die Verwendung solcher dielektrischer SiON-
Schichten in Flussigkristallzellen gelaufig seien und somit eine erfinderische
Tatigkeit in der Auswahl von SiON anstelle von SiO, flr dinne Schichten nicht
gesehen werden konne.

Gegen diesen ihr am 13. Marz 1998 zugestellten Beschlu® der Prifungsstelle

richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 9. April 1998.



FiUr die Auslegung des Inhalts der japanischen Offenlegungsschrift 4-179278 hat
die Beschwerdeflhrerin laut Beschwerdebegrindung auf den Inhalt der parallelen
europaischen Offenlegungsschrift 0 487 209 zuriickgegriffen, wahrend die Uber-
setzungen der Ubrigen japanischen Offenlegungsschriften 5-88202, 2-190802 und
5-29298 der Beschwerdefuhrerin mit der Zwischenverfugung des Senats vom
28. November 2000 ubermittelt wurden.

In der mindlichen Verhandlung der vorliegenden Beschwerdesache hat die An-
melderin Anspriche 1 bis 10 mit angepaldter Beschreibung und Zeichnung uber-
reicht und die Auffassung vertreten, dal} den Gegenstanden der nebengeordneten
Patentanspriche 1 und 2, die inhaltsgleich mit den Patentansprichen 1 bzw 2
vom 13. Marz 1997 sind, der nachgewiesene Stand der Technik, einschlie3lich
des 0.g. nachrecherchierten Standes der Technik nicht patenthindernd entgegen-

stehe.

Darlber hinaus verweist die Beschwerdefuhrerin darauf, da} der angefochtene
BeschluR des Deutschen Patentamts vor Ablauf der gesetzten AuRerungsfrist er-

gangen und somit die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr geboten sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschlu? des Deutschen Patentamts - Prufungsstelle fur
Klasse G 02 F - vom 4. Marz 1998 aufzuheben und das Pa-
tent 44 08 155 mit folgenden Unterlagen zu erteilen: Patent-
anspruche 1 bis 10,

Beschreibung Seiten 1, 1a, 1b, 3,4, 5und 6

sowie Zeichnung Figuren 1 bis 5 in der in der mundlichen
Verhandlung Uberreichten Fassung

und die Beschwerdegebuhr zurtickzuzahlen.
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Die geltenden selbstandigen Patentanspriche 1 und 2 haben nach Korrektur

eines Bezugzeichens im Anspruch 2, Zeile 4 folgenden Wortlaut:

"1. FlUssigkristallanzeige mit einem Flussigkristall (2),
mindestens einseitig daran einem transparenten Sub-
strat (1), einer ersten, zwischen Substrat (1) und Flus-
sigkristall (2) angeordneten, ein Muster bildenden,
transparenten Elektrode (5), einer zweiten, am Flussig-
kristall, gegenuber der ersten angeordneten Elekt-
rode (4), mit einer Ausgleichsschichtanordnung (7), die
aus einer zwischen der ersten Elektrode und dem Sub-
strat liegenden, im wesentlichen aus Siliziumoxinitrid
gebildeten Einzelschicht besteht, flir deren Brech-

wert ny gilt

1,6<nu<1,8
und wobei weiterhin die Einzelschicht eine Differenz
AR <0,5%

der prozentualen Reflexionen zwischen Bereichen mit

und ohne erste Elektrode (5) bewirkt , wobei
AR=Rvs -Rviso  mit

770

j R (L) V(L) S(h) d A

Ruis [%] = 100 2%
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770

[ veys@e)da

380

worin weiter bedeuten:

R(L): spektrale Reflexion bei der Wellenlange 2,

V(A): die spektrale Lichtempfindlichkeit des menschli-
chen Auges,

S(L): die spektrale Strahlungsfunktion der verwende-
ten Lichtart,

wobei die Indexierung "I" den Bereich mit
Elektrodenschicht und die Indexierung "O" den Bereich

ohne Elektrodenschicht bezeichnet.

2. Flussigkristallanzeige mit einem FlUssigkristall (2),
mindestens einseitig daran einem transparenten Sub-
strat (1), einer ersten, zwischen Substrat (1) und FlUs-
sigkristall (2) angeordneten, ein Muster bildenden
transparenten Elektrode (5), einer zweiten, am Flussig-
kristall gegenuber der ersten angeordneten Elekt-
rode (4), mit einer Ausgleichsschichtanordnung, die aus
einer zwischen der ersten Elektrode (5) und dem
Substrat (1) angeordneten Doppelschicht (7) besteht,
deren eine Teilschicht (L) im wesentlichen aus

Siliziumoxinitrid besteht und einen Brechwert
n.<1,7

hat und deren zweite Teilschicht (H) einen Brechwert



ng>2,0

hat und wobei weiterhin die Doppelschicht eine

Differenz
AR <0,5%

der prozentualen Reflexionen zwischen Bereichen mit

und ohne erste Elektrode (5) bewirkt, wobei
AR=Rvs i-Rviso  mit

770

j R (L) V(L) S(h) d A

Ruis [%] = 100 2%

770

[ veys@e)da

380

worin weiter bedeuten:

R(L): spektrale Reflexion bei der Wellenlange A,

V(A): die spektrale Lichtempfindlichkeit des menschli-
chen Auges,

S(L): die spektrale Strahlungsfunktion der verwende-
ten Lichtart,

wobei die Indexierung "I" den Bereich mit Elektroden-

schicht und die Indexierung "O" den Bereich ohne

Elektrodenschicht bezeichnet."



Zu den Unteranspruchen 3 bis 10 und bezuglich weiterer Einzelheiten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig und auch begrindet, denn die Gegenstande der
geltenden Patentanspriche 1 und 2 erweisen sich nach dem Ergebnis der mund-

lichen Verhandlung als patentfahig.

1) Samtliche Patentanspriche sind zulassig, denn alle Anspruchsmerkmale sind
fur den Durchschnittsfachmann - einen mit der Entwicklung von Flussigkristallan-
zeigen vertrauten, berufserfahrenen Diplom-Physiker oder Diplom-Ingenieur der
Fachrichtung Elektrotechnik mit Hochschulabschluld - aus der Gesamtheit der ur-
sprunglichen Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehoérend offenbart herzu-

leiten.

Der geltende Anspruch 1 geht zuruck auf die ursprunglichen Anspriche 1, 3 und 5
in Verbindung mit den Definitionen auf Seite 1 sowie auf die bevorzugte Ausflh-
rungsvariante mit Siliziumoxinitrid gemall Seite 7, Absatz 1 der ursprunglichen

Beschreibung.

Die Lehre des geltenden Patentanspruchs 2 ist in den ursprunglichen Ansprichen
1, 6 und 8 sowie in der ursprunglichen Beschreibung ab Seite 11, Absatz 3ff
offenbart.

Die geltenden Unteranspriche 3 bis 10 gehen inhaltlich auf die ursprunglichen

Anspriche 2, 4, 6, 7 und 9 bis 12 in dieser Reihenfolge hervor.
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2) Die Patentanmeldung geht nach den Angaben der Anmelderin in der muindli-
chen Verhandlung von einer FlUssigkristallanzeige nach der gattungsbildenden

japanischen Offenlegungsschrift 56-62224 aus.

In dieser Offenlegungsschrift wird vorgeschlagen, zwischen einer ersten Elektrode
und einem Substrat eine Ausgleichsschicht mit einer Brechzahl zwischen 1,65 und
2,2 anzuordnen, um Reflexionsunterschiede zwischen Elektrodenbereichen und
elektrodenfreien Bereichen einer Flussigkristallanzeige zu reduzieren. Dabei wird
u. a. eine Ausgleichsschicht von 60 nm Dicke aus ZrO, mit einem Brechwert von
1,7 und als Elektrodenmaterial Indium-Zinn-Oxid (ITO) mit einem Brechwert von

1,9 eingesetzt. Diese Materialauswahl erweist sich als nicht hinreichend optimiert.

Der Erfindung liegt daher das technische Problem (die Aufgabe) der Reduzierung
der Reflexionsunterschiede zwischen Elektrodenbereichen und elektrodenfreien
Bereichen einer FlUssigkristallanzeige zugrunde, vgl. geltende Beschreibung
Seite 1a, le Abs bis Seite 1b, 1. Abs.

Diese Aufgabe wird im einzelnen mit den Flussigkristallanzeigen gemafl den

selbstandigen Patentansprichen 1 und 2 geldst.

Bei diesen Losungen kommt es wesentlich darauf an, dal} bei der Ausgleich-
schichtanordnung fir die Einzelschicht bzw fur die niedrig brechende Teilschicht

Siliziumoxinitrid (SiON) eingesetzt wird.

3) Fur die nachfolgende Abhandlung zur Patentfahigkeit der Gegenstande der
selbstandigen  Patentanspriiche 1 und2 wird auf den Beschlul
Az 23 W (pat) 47/95 vom 13. Marz 1997 des zustandigen Senats in derselben
Sache zurlckgegriffen, da die neu vorgelegten geltenden Patentanspriche 1
und 2 inhaltlich identisch sind mit den in der mindlichen Verhandlung vom
13. Marz 1997 ubergebenen nebengeordneten Patentanspruchen 1 und 2, die
dem vorgenannten Beschlul} zugrundelagen und deshalb die dortigen Ausfuhrun-

gen zur Vermeidung unnétiger Wiederholungen auch fur die vorliegend zu be-
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grundende Beschwerdeentscheidung ubernommen werden kdnnen. Ebenso wie in
diesem Beschluld (Seite 9 und 10) ist der Senat der Auffassung, dald der bis zum
damaligen Zeitpunkt ermittelte Stand der Technik insbesondere deshalb der
Patentfahigkeit der Gegenstande der nach wie vor geltenden Patentanspriche 1
und 2 nicht entgegensteht, weil nach Patentanspruch 1 die Ausgleichsschicht aus
Siliziumoxinitrid bzw nach Patentanspruch 2 die niedrig brechende Schicht der
Doppelschicht aus Siliziumoxinitrid gebildet ist, so dal} im folgenden nur noch ge-
pruft werden muf3, ob der durch die Prufungsstelle nachrecherchierte Stand der
Technik gemal den japanischen Offenlegungsschriften 4-179278, 5-88202, 2-
190802 und 5-29298 sowie der europaischen Offenlegungsschrift 0 588 087 diese

Merkmale bei Flussigkristallanzeigen vorwegnimmt oder nahelegt.

3 1) Die Anmeldungsgegenstande nach den Patentansprichen 1 und 2 sind ge-
genuber der nachveroéffentlichten europaischen Offenlegungsschrift 0 588 087 mit
friherem Anmeldetag bzw. alteren Prioritaten neu. Zwar betrifft diese Entgegen-
haltung ab dem Ausfuhrungsbeispiel 53 teilweise auch Antireflexionsschichten aus
Siliziumoxinitrid und deren Herstellung, jedoch ist deren Einsatz bei Flussig-
kristallanzeigen nicht vorgesehen, vgl. dort die Anspruche 4, 9 und 11 sowie ua
die Ausfuhrungsbeispiele 53 bis 57, 62 bis 70, 72, 74 bis 82, 87 bis 91. Da dieser
Stand der Technik nachveroffentlicht ist, scheidet er bei der Priafung auf erfinderi-
sche Tatigkeit gemal § 4, Satz 2 PatG aus.

Hingegen ergibt sich die Neuheit der Gegenstande der Patentanspriche 1 und 2
gegenuber den nachrecherchierten japanischen Offenlegungsschriften 4-179278,
5-88202, 2-190802 und 5-29298 aus der nachfolgenden Abhandlung zur erfinde-
rischen Tatigkeit, zumal dieser nachrecherchierte Stand der Technik die Verwen-
dung von Siliziumoxinitridschichten als Reflexionsschichten bei Flussigkristallan-

zeigen ebenfalls nicht offenbart.

3 II) Die gewerblich anwendbare Erfindung (PatG § 5) beruht auch auf einer erfin-
derischen Tatigkeit, denn die Lehre gemall dem Patentanspruch 1 bzw Patentan-

spruch 2 ergibt sich fir den in Betracht zu ziehenden, vorstehend definierten
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Durchschnittsfachmann nicht in naheliegender Weise aus dem nachgewiesenen
Stand der Technik (PatG § 4).

Die japanische Offenlegungsschrift 4-179278 betrifft nach der parallelen, ebenfalls
vorveroffentlichten europaischen Offenlegungsschrift 0 487 209 eine Photodiode,
auf deren lichtempfindlichem Bereich (3) eine Antireflexionsschicht (4) aus SiN
(Brechungsindex 1,8) und aulerhalb dieses Bereichs eine Schutzschicht (8) aus
Siliziumnitrid (SiN) oder Siliziumoxinitrid (SiON) und darauf eine mehrlagige,
nahezu ideale Reflexionschicht (6) aus amorphem Silizium (a-Si) und Siliziumnitrid
(SiN) aufgetragen ist, vgl. dort die Beschreibung Sp 5 Z 29 bis Sp 6, Z 21 iVm
Sp 6 Z47 bis Sp 7 Z 26. Bei diesem Aufbau wird die Siliziumoxinitrid-Schicht (8)

nicht als Antireflexionsschicht, sondern lediglich als Schutzschicht eingesetzt.

Die japanische Offenlegungsschrift 5-88202 betrifft nach der zugehdrigen Uber-
setzung Kunststoffsubstrate fur Dunnschichtbauelemente, ua auch fur Flussig-
kristall-Anzeigen, wobei die Kunststoffsubstrate mit Siliziumoxinitrid (SiOxNy) va-
riabler Zusammensetzung beschichtet sind, um die Haftfestigkeit des gesamten
Dunnschichtbauelements auf dem Kunststoffsubstrat zu verbessern, vgl. dort die
Abschnitte [0006] und [0007]. Hierbei kommt es ausschliellich auf die mechani-
schen Eigenschaften der SiOxNy-Schicht (deren Eigenspannung mit wachsenden
X und abnehmenden Y steigt) an und keineswegs auf die optischen Eigenschaften
dieser Schicht.

Die japanische Offenlegungsschrift 2 - 190802 betrift nach zugehoriger
Ubersetzung eine Mikrolinse, bei der mittels des Laser-CVD-Verfahrens ua Silizi-
umoxinitrid (SiON) als Linsenmaterial auf ein Quarzsubstrat (11,19) aufgetragen
ist und mit einer Antireflexionsschicht ua aus Magnesiumfluorid (MgF;) Uberzogen
ist, vgl. dort Seite 3, 2. und 6. Abs iVm dem Ausfuhrungsbeispiel ab Seite 4 Mitte.

Die japanische Offenlegungsschrift 5-29298 betrifft nach der zugehdrigen Uber-
setzung ein Verfahren zur Herstellung eines Dunnschichtstrukturelements zur

hocheffizienten Lichtwellenleiterkopplung aufgrund eines grof3en "Kegelverhalt-
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nisses", vgl. in der Ubersetzung den Abschnitt [Ziel]. Bei diesem Verfahren kommt
es wesentlich auf die unterschiedlichen Atzgeschwindigkeiten von Siliziumdioxid
(SiO,) und Siliziumoxinitrid (SION) bzw auf unterschiedliche Atzgeschwindikeiten
von Siliziumoxinitriden abweichender Zusammensetzung (vgl. Fig 7) in Flul3saure
(HF) an, wodurch ein optimales Kegelverhaltnis flr Lichtwellenleiterkoppler ein-
gestellt werden kann, vgl. Seite 9, Abschnitt [Wirkung] sowie die Ausfihrungsbei-
spiele gemal den Figuren 1 bis 6 und 10 mit zugehoriger Beschreibung. In dieser
Druckschrift ist die Verwendung von Siliziumoxinitrid fur Antireflexionsschichten
nicht vorgesehen, sondern es kommt auf die wegen unterschiedlicher Atzge-
schwindigkeiten erzielbaren Kegelverhaltnisse an, um eine optimale Lichtwellen-

kopplung zu erreichen.

Nachdem - wie es in dem Beschlu® vom 13. Marz 1997 (Az 23 W (pat) 47/95)
ausgefuhrt ist - die Gegenstande der geltenden Anspriiche 1 und 2 sich schon
nicht durch eine Zusammenschau der einschlagigen japanischen Offenlegungs-
schriffen 56-62224 und 56-54413 mit den ubrigen, damals vorliegenden
Entgegenhaltungen ergeben, vermag aufgrund der vorstehenden Analyse auch
der nachrecherchierte Stand der Technik gemall den japanischen
Offenlegungsschriften 4-179278, 5-88202, 2-190802 und 5-29298 ebenfalls keine
Anregung zu den Gegenstanden der Anspruche 1 und 2 zu geben, da auch dort
die Verwendung von Siliziumoxinitrid-Schichten als Antireflexionsschichten bei

Fllssigkristallanzeigen nicht offenbart ist.

Die Flussigkristallanzeigen nach dem geltenden Anspruch 1 und Anspruch 2 sind

somit patentfahig.

3 1ll) An die Patentanspriche 1 und 2 konnen sich die auf diese direkt oder indi-
rekt zurlickbezogenen Unteranspriche 3 bis 10 anschlieRen, denn sie haben
vorteilhafte und nicht selbstverstandliche Ausfuhrungsformen der Flussigkristall-
anzeige nach dem Anspruch 1 bzw Anspruch 2 zum Gegenstand; ihre Patent-
fahigkeit wird von derjenigen der Gegenstande der Patentanspriuche 1 und 2 mit-

getragen.
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3 IV) Die geltende Beschreibung erfullt die an sie zu stellenden Anforderungen
hinsichtlich der Wiedergabe des maligeblichen Standes der Technik und bezug-
lich der Erlauterung der beanspruchten Flussigkristallanzeige in Verbindung mit

der Zeichnung.

4) Der Anregung der Anmelderin folgend war die Ruckzahlung der Beschwerde-
gebuhr anzuordnen, wie dies nach PatG §§ 80 Abs 3, 73 Abs 3 vom Beschwerde-
senat ausgesprochen werden kann, wenn eine solche Rlckzahlung der Billigkeit
entspricht. Billigkeitsgrinde rechtfertigen eine Rickzahlung immer dann, wenn der
Beschwerdefuhrer durch eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbe-
handlung oder sonst durch offensichtliche Fehler der Priufungsstelle des
Deutschen Patentamtes veranlasst worden ist, Beschwerde einzulegen und die
Beschwerdegebuhr zu entrichten. So ist es hier, jedenfalls deshalb, weil der
ZuruckweisungsbeschluR noch vor Ablauf der gesetzten viermonatigen
AuRerungsfrist ergangen ist und somit das Recht der Anmelderin auf rechtliches
Gehor verletzt worden ist. Dahin gestellt bleiben kann deshalb eine Entscheidung
daruber, ob eine Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr auch geboten ware, well
die durch die Prufungsstelle vorgenommene Auslegung der nachrecherchierten
japanischen Druckschriften nicht am sich unmittelbar daraus ergebenden Stand
der Technik ausgerichtet war, vielmehr zu deren inhaltlicher Erfassung eine
amtsseitige Anfertigung von zugehdrigen Ubersetzungen erforderlich gewesen

ware.

Dr. Beyer Dr. Gottschalk Tronser Lokys
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